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Микросхемы интегральные типономиналов 3 1 ЗНР3 10,

313НР31 1, 313НР320, 31ЗНР321  впластмассовом корпусе.
'~ Функциональное назначение: последовательный дежштель на

пряжения.

Схема расположения выводов
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НУМЄРЗЦИЯ ВЬІВОДОВ ҐІОКШЗНЗ УСПОВНО. ,
УСЛОВИЯ ХРЗНЄНИЯ ' ОТЗПІІИВЗЄМОЄ ХРЗНИЛИЩЄ ПРИ ОТГРУЗКЄ В

ЯЩИКЄ ГІОЧТЫ РОССИИ ИЗ ГОФРИРОВЗННОГО КЗРТОІШ.
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Таблица назначения выводов '

Таблица 1

Вывод Поз. обознач. Вывод Поз. обознач
1 34 К! 926 КІ1
133 К2 1025

Ё
м

Ь)

32 КЗ 1124 К13

кд

31 К4\ 11 23 К14

Ь

К15

ил

31 кзў 1222
кв 13 21зо ` »  К

О\

29 К7 І421 К

О\

28 К8 1520 К

\І

27 К9 16 19 К

со

26 кю* 17 18 К20

Таблица 2  Наименование резисторов для микросхем типа
3131ІР310,3І3НР311

Таблица 3  Наименование резисторов для микросхем типа

Поз. обознач. Наименование Колво П имечание
К1  К20 Резистор К 20

ЗЮНР320, 3131ІР321

Ы

Кб "  ” 4/ЗК

Ю

К9, К10 "  " 2К

Ь)

КН,КІ2 "” 4/ЗК

Ь!

И _ ~ 4/зк
К15, К16 "“ 2К

г`_›._.

КІ7,К 18 Н Н 4/ЗК

Ю

КІ9 "“ 2К
" ~ 4/за

Поз. обознач. Наименование ` Колво П имечание
К1 Резистор2К 1

К2 "_" 4/ЗК І
кз,к4 "_" 2К
К5,
К7 "" 2К
К8 "" 4/ЗК

КІ3 “" 2К
К14

Ш І 1

Таблица 4 » Значения сопротивлений
Тип Тип

Резистор К Резистор К
МИКрОСХ€МЫ МИКРОСХЄМЫ

ЗІЗНРЗІО 30 кОм±5% 3131ІР320 30 кОм±5%

ЗІЗНРЗІІ І 30кОм±10% 3І3НР321" 30кОм±10%



` КИС

\д<›пУт=м<›= ±0,о1 ±о,о1 І ±о,о1 ±о,о1 25±1о

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАНЁЬІЕ
1.1 Основные электрические параметры

Таблица 5

~ 1

Наименова Бук
"“°"”Р“"“* Ш з1зн1›э1о з1эн1=э11

Щ
._.Ё,

на

3131ІР320 313Н.Р321 “Ч” "°"°
ра” режим нм неме~ небо неме небо неме небо неме~ небо Чи” .нис
измерения” °б°` нее лес нее лее нее лее нее лее . С
ЄДИННЦЁ ИЗ 3113

мерения че

0ТКЛонение вкд Я

'<°2ФФ"“"°*"`” ±о,о19 ±о,о19 ±о,о19 ±о,о19
деления, %

н“"Р"ж°"'*°' Ш \ 30 І 30 1 30 30 минус
60_на входе, В Х

Время уста~
новления 11111 Іуст.ходного на

дряжения, мкс

1,0
100

1,0 1,0 ,

'о

11 2з,1з1|з1,241 21,222|з2,1з1<  _ ~ 
_   Ё 57453 62496 54,421 65,472 25±10

Соп оггивле 2К І ' '
1” 4/311 _~| _ _ _ 311396 41,664 36,294 4з,в45

""° р°“"°"°' к 28520 31411 27 021 32976 ._ _  І  минус
'”9”'“О" 211 1 1 | _ | Ё 51,033 62,965 54,оз2|вз9ь4 во

4/ЗК  _ _ | _ звогв 41,913 зв,о2з|4э:911 1оо

Сопроти вле
ние изоляции, ки; 1ооо 1000 '1ооо 1ооо 25±1о
Мом
Напряжение
измерения
100 В приняв
дывается меж
ду крышками
и закорочен
ными вь1во11а~ `

»Ти

, В

0} 
1

Тем ператур
1

ный коэффи * минус
циент сопро ТКС ±хо10* ±во' 1 0* ±во 10* ±зод1о* 60

_ , 1ооТИВЛСНИЯ [ЗС

зисгоров, І/°С

1.2 Содержание драгоценных металлов в_1000 шт. микросхем:

 × золото ~2,4765 г;
› серебро  27,62 г,

В ТОМ ЧИСЛЄ

1.3 Цветных металлов не содержится.

серебро  0,00О0803 1"/мм на 34 выв

"__о__._..И

І=

ах длиной 7,5 мм. 1 ,

Тем При



2 НАДЕЖНОСТЬ
2.! Минимальная иарабоггка микросхем должна быть:

_ в режимах и условиях, допускврмых ТУ  15000 ч; І

 при температуре окружающей среды 25°С и напряжении, подаваемом ив выводы,

ие превышающем 80% допускаемого (облргчеииый режим),  25000 ч.

МИНИМЗЛЬНЬІЙ СРОК СОХРЁНЯЄМЧСТИ МИКРОСХЄМ ПРИ ИХ ХРВНСНИИ В СУҐЁПЛИВЗСМОМ

ХРЕНИЛИЦІЄ ИЛИ ХРВНИЛИЩЕ С РСГУЛИРУСМ МИ ВЛВЖНОСТЪІО И ТЄМГІСРБТУРОЙ, ИЛИ ВО ВСЕХ МЄЮТЁХ

ХРЕНЄНИЯ МИКРОСХЄМ, ВМОНТИРОВЗ

щенном комплекте ЗИП  25 лег.
Для других мест хранения минимал ный срок сохраияемости определят с учетом ко~

эффициехгга сокрацїеиия, приведенного в .

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЁЛЯ '

Изготовитель гарантирует соотвеісгвие качества каждой микросхемы требованиям

бКО.347.265 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирова

НИЯ, МОНТВЖЗ И 'ЗКСПЛУЗТЗЦИІ/1, УС1`8Н0ВЛЄНї›ІХ В ТУ На ИЗДЄЛИЯ.

Гяраъггийиый срок ~ 25 лег с даты из отопления.

Гарантийиал наработка: 1

 15000 ч  в режимах и условиях, допускаемых ТУ;
 25000 ч ~ в облегчением режиме.

Гарантийиая иаработка исчисляется в пределах гарантийного срока.

4 сввдвиия 0 пгивмкіє

Изделия 3 ІЗНР Д /[7 соответствуют техническим
обшинеииатим

условиям бКО.347.265 ТУ и призиадух годиыми для эксплуатации.
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ННЬІХ В ЗЩИЩСННУЮ ЗППЗРШУРУ ИЛИ НБХОДЯЩИХСЯ В З31ЦИ' 1


